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1.

V danem vezju z bipolarnim tranzistorjem dolocite pri kateri napetosti Ugg se zgodi prehod iz
aktivnega podro¢ja v podro¢je nasiCenja ali obratno (privzemite, da je Uge = 0.7 V,
Rg = 100 kQ, ar = 0.98, Ucc = 10 V, Rc = 5.6 kQQ).
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Bipolarni tranzistor v orientaciji s skupno bazo uporabimo kot ojacevalnik majhnih
nizkofrekvencnih signalov (gl. spodnje vezje). Dolocite vrednost izhodne napetosti majhnih
signalov Ug, Ce je generatorska napetost Ug = 10 mV. Delovna tocka tranzistorja je podana z
baznim tokom Ig = 20 pA (o = 0.98, Re = 100 Q, Rc = 10 k2, Uy =25.66 mV).
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Izracunajte admitancne Cetveropolne parametre y;; spojnega FET-a, ki deluje v podrocju
nasicenja, in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekven¢nimi signali s frekvenco f = 100
MHz lahko nadomestimo z danim nadomestnim vezjem. (Up = =5 V, Ipss = 8§ mA,
Ugs = —1.5 V, Cgs = 100 fF, Cyg = 50 fF, 1fF = 107" F).
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4. Za MOS FET tranzistor z vgrajenim n kanalom
e narisite elektri¢ni simbol in prerez strukture tranzistorja,
e polje izhodnih karakteristik ip (Ups, Ugs parameter) z nekaj vrednostmi za Ugs
(upostevajte da je Ur = -2V, pripadajocega toka ip ni potrebno racunati),
e podrocje delovanja tranzistorja v delovni tocki Ipisy = 1 mA, Ups =2V,
(Ut =-2V, uCo = 1 mA/VZ WIL = 2.0).




